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Abstract (en)
To make the capacitor arrangement (110) a stack (124b) of the following layers is produced: a base electrode layer (14), a base dielectric layer (16),
at least one central electrode layer (18), a dielectric layer covering (20) and an electrode layer covering (22). This layer (22) and the central electrode
layer (18) are structured in the first lithographic process. The electrode layer covering (22a) and the base electrode layer (14) are structured using a
second lithographic process. An independent claim is included for the corresponding integrated capacitor arrangement.

Abstract (de)
Erldutert wird unter anderem ein Verfahren zum Herstellen einer Kondensatoranordnung (110), die mindestens drei Elektroden (114a, 118a und
122b) enthalt. Die Kondensatoranordnung (110) wird mit einer Anzahl von Lithografieverfahren hergestellt, die kleiner als die Anzahl der Elektroden
(114a, 118a und 122b) ist. Erlautert wird auch eine Kondensatoranordnung, die sich Gber mehr als zwei oder mehr als drei Zwischenlagen zwischen
Metallisierungslagen erstreckt. Die Schaltungsanordnung hat eine hohe Flachenkapazitét und lasst sich auf einfache Art herstellen. Erlautert wird
auch ein Verfahren, bei dem eine Elektrodenschicht zunachst mit einem Trockenatzverfahren strukturiert wird. Reste der Elektrodenschicht werden
mit einem nass-chemischen Verfahren entfernt. Durch diese MaBnahme lassen sich Kondensatoren mit hervorragenden elekirischen Eigenschaften
herstellen.
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